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Открытие ядерных реакций осуществило за-
ветную мечту алхимиков о превращении элементов, 
но, как всегда, не так, как предполагалось. Да, произ-
водство радиоактивных изотопов стало прибыльной 
отраслью промышленности, а вот получение золота 
путем ядерных превращений оказалось слишком 
дорогим («дороже золота»). Все это хорошо извест-
но со школьной скамьи. А вот создание стабиль-
ных изотопов внутри твердых тел — другое дело. 
Возможность получения технологически важных 
примесей в полупроводниках путем реакций транс-
мутации элементов матрицы впервые упоминается 
Ларк−Горовицем в 1951 г. [1]. Но эта возможность 
осталась бы простым курьезом в истории науки, ес-
ли бы не одно особое обстоятельство: в то время, как 
атомы примеси имеют тенденцию к кластеризации 
в процессе роста кристалла из расплава, этого не 
происходит с изотопами элементов матрицы. И дей-
ствительно, трансмутация Si30 (естественное содер-
жание в природной смеси изотопов 3,05 %) в P31 как 
следствие захвата тепловых нейтронов позволило 
получить кремний n−типа с непревзойденной одно-
родностью легирования фосфором, что является 
ключевым требованием в целом ряде приложений. 
Но, как часто случается, путь от рождения идеи до 
ее практического воплощения был тернист. Полу-
чаемый материал не должен быть радиоактивным. 
Надо бесследно удалить структурные дефекты, не-
избежно возникающие при нейтронном облучении. 
Электрические и рекомбинационные параметры 
трансмутационно легированного полупроводника 
должны удовлетворять требованиям промышлен-
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ности. И, что не менее важно, производство мате-
риала должно быть экономически оправданным. Все 
эти проблемы были решены в случае нейтронно-
трансмутационного легирования кремния. Конечно 
же, исследовалось нейтронно−трансмутационное 
легирование и других полупроводников, а также 
использование для легирования реакций транс-
мутации при облучении гамма−квантами и высоко 
энергетичными протонами и альфа−частицами, но 
это не привело к получению практически важных 
результатов — по крайней мере, пока.
Все эти (и многие другие) аспекты легирования 
полупроводников методом ядерных реакций подроб-
но обсуждаются в первом издании книги, написан-
ной Л. С. Смирновым, С. П. Соловьевым, В. Ф. Стасем 
и В. А. Харченко [2]. Книга вышла в свет в 1981 г. и 
давно стала библиографической редкостью. Поэто-
му второе (расширенное и дополненное) издание 
книги, подготовленное В. А. Харченко, одним из 
международно признанных пионеров нейтронно−
трансмутационного легирования полупроводников 
[3], выходит очень вовремя и несомненно найдет 
широкий круг заинтересованных читателей среди 
физиков и инженеров, работающих в сфере полу-
проводниковой науки и техники.
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